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U poslednjih nekoliko godina bili smo svedoci dramati¢nih promena u tehnologiji poluprovodnika koji se koriste u oblasti energetske elektronike. Tranzistori
bazirani na galijum nitridu (GaN) i silikon karbidu (SiC) su se pojavili kao moguc¢a zamene za silicijumske tranzistore u razli¢itim aplikacijama i, Sta vise,
omogucili su razvoj novih aplikacija koje ranije nisu bile moguce. Uporedujuci ove nove materijale sa Si, GaN i SiC, su materijali sa Sirokim energetskim
procepom, ve¢om kriticnom brzinom elektrona i veéim kriticnim elektriénim poljem i, stoga, su pogodniji za rad na viSim naponima i visSim frekvencijama.
Naravno, ove bolje performanse su uslovljene cenom i pouzadnoséu ovih novih tranzistora i njihovim uticajem na ostale aspekte dizajna.

Ovo predavanje ¢e pokusati da pruzi odgovore na ova pitanja fokusirajuci se na fiziku GaN HEMTa i aplikacije niskog napona (<1000V) gde koris¢enje GaN
tranzistora doprinosi boljoj energetskoj efikasnosti i veéoj energetskoj gustini resenja. Prezentovade se rezultati iz aplikacija kao $to su komunijacije
(envelope tracking i dizajni za satelitske sisteme) i obnovljivi izvori energije (dc-dc konvertori). Eksperimentalni rezulati i kompromisi u performansaa ce biti
kriticki analizirani i ocenjeni.
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